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هاي پرانرژي دهی شده با الکترونبش تاZnSمقایسه تغییرات گاف انرژي لایه هاي نازك 

MeV10و بازپخت شده در دماهاي مختلف   
  

  برهانی زرنديمحمود  ،امراللهی بیوکی حجت 
  گروه فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه یزد

  
  چکیده

 مقـاومتی   -اي به روش تبخیر حرارتی    روي تیغه شیشه   ) ZnS(  لایه نازك سولفیدروي  
این لایه ها جهت بررسی اثر بازپخـت و نیـز اثـر پرتـو     سپس . تهیه شدmbar  7-10درفشار

کـه در هـر دو مـورد رفتـار     . الکترون پر انرژي بر خواص اپتیکی مورد مطالعه قـرار گرفـت          
خواص اپتیکی لایه نـازك سـولفید روي شـامل    . متضادي در تغییر خواص اپتیکی دست آمد 

وق انـدازه گیـري   جذب، تراگسیل، بازتاب، ضریب شکست و گاف انرژي تحت شـرایط ف ـ         
طول موج هـاي  % 65 سولفید روي بیش از  دهد که لایه نازكطیف اپتیکی نشان می. شدند 

 ها،  حـدود   گیري، گاف انرژي لایهبر اساس این  اندازه. دهدنور مرئی را از خود عبور می

eV5/3   مشاهده شد که اندازه گاف انرژي با افزایش دز پرتودهی تـا           .   بدست آمدkGy 40 
  .  افزایش می یابدCo 200کاهش و با افزایش دماي بازپخت تا 

  ، گاف انرژي، اثر بازپختMeV10لایه نازك سولفید روي، پرتو الکترون: ي کلیديها واژه
  
  
  
  
  
  
  




